
UV-B LDにおける低 Al組成の p型 AlGaN組成傾斜クラッド層のMg濃度依存性 

Mg concentration dependence of low Al composition polarized doped p-type AlGaN cladding layers on UV-B LD 
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紫外レーザは医療・バイオ・環境分野等幅広い応用が期待され実用化が望まれている。本グループで

は、昨年度 UV-B LDの室温動作を実現した。閾値電流密度は 25 kA/cm2、閾値電圧は 33 Vであり、UV-

B LD の低抵抗化はデバイス性能向上に向け非常に重要な課題と考えられる。前回の応用物理学会では、

格子緩和の無い高 Al組成側の p型 AlGaN組成傾斜クラッド層の Al組成変化率および Mg濃度を変化さ

せ、最適化を行った。そこで本研究では、格子緩和が存在する低 Al組成側の p型 AlGaN組成傾斜クラッ

ド層のMg濃度を変化させ、デバイスにおける抵抗値や立ち上がり電圧の依存性を系統的に評価した。 

作製した試料の低 Al組成の p型 AlGaN組成傾斜クラッド層にドーピングしたMg濃度を図 1に示す。

アンドープとMg濃度が 7.5×1018cm-3、1.5×1019cm-3、3.0×1019cm-3、6.0×1019cm-3ドーピングされた 5種

類作製した。このデバイスをプロセスし電流密度－電圧特性を室温・パルス駆動で評価した。その結果を

図 2 に示す。アンドープの試料は絶縁特性を示したため良好な電流密度－電圧特性が得られなかった。

また、低 Mg濃度のサンプルよりも高 Mg濃度のほうが、低電圧・低抵抗な電流密度－電圧特性を示し、

立ち上がり電圧の低減が確認された。これらの結果は、UV-B領域の半導体レーザを作製する上で非常に

重要な情報となると考えられる。 
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図 1：サンプル構造 図 2：電流密度ー電圧特性 
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